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【はじめに】これまでに、複数のドーパントを含む半導体の多数キャリア
密度の温度依存性から、各ドーパントの密度とエネルギー準位を高精度で
評価できる方法を提案してきた 1),2)　。今回は、窒素がドープされた 4H SiC
の電子密度の温度依存性をホール効果測定で求め、提案している方法を用
いて、ドナー密度(ND)とドナー準位 (ΔED)を評価した。
【実験方法】昇華法で作製した 4H SiC基板上に、2μmの p型 4H SiCを
エピタキシャル成長させた後、5μmの膜厚の窒素をドープしたn型4H SiC
をエピタキシャル成長させた。この試料を用いて、液体窒素温度(77 K)から
373 Kまでのホール効果測定を行った。
【実験結果】ホール効果測定から求められた電子密度の温度依存性を図中
の丸印で示す。測定結果を解析するために、スプライン関数で補間した結
果を実線で示す。この補間したデータを kTで割った値 S(T,0)を破線で示す。
S(T,0)のピークまたはショルダーとなる温度が各トラップ準位に対応する
ことから、二種類のドナーが存在することが分かる。これらから、浅いド
ナー(ΔED1=0.0653 eV、ND1=6.45x1015 cm-3)、深いドナー(ΔED2=0.124 eV、
ND2=3.04x1016 cm-3)およびアクセプタ密度(6.14x1013 cm-3)が求められた。
【参考文献】1) H. Matsuura: Jpn. J. Appl. Phys. 36 (1997) 3541.
　　　　　　2) H. Matsuura, Y. Uchida, T. Hisamatsu and S. Matsuda: Jpn. J. Appl. Phys. 37 (1998) 6034.
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